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OEM: Texas Instruments Transistor TIS52 Datasheet

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect*-Gehause TO-92 T1S52

Besonders geeignet fir schnelle Schaltanwendungen
Der Transistor ist @hnlich dem Typ 2N3014

Mechanische Daten

Malle in mm = “Silect in line"
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1 — Basis, 2 — Emitter, 3 — Kollekior

Dieser Transistor Ist In ein spezlelles Plastik-Geh#use eingekapselt. Das Gehiuse widersteht Lét-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methoda 106B.

Absolute Grenzwerta

Kollektor-Basis-Spannung 40V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) a0V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 2) v
Emitter-Basis-Spannung BY
Kollektordauerstrom 200 mA,
Kollektorspitzenstrom (Bem. 3) 500 mA,
Gesamtdauerveriustleistung bel (oder unter) 25 *°C Umgebungstemperatur (Bem. 4) 250 mW
Lagerungstemperatur —55°C bis +150°C
Drahttempearatur in Abstand von 1,6 mm von Gehause fur 10 s 260 °C
Bemerkungen:

1. Dies gilt bel kurzgeschlossener Basis-Emitterdiode.

2. Dieser Wert wird von 10 A bis 10 mA Kollektorstrom bei offener Basis garantiert.
3. Dieser Wert ist fir max 10 s gestattet.

4. Lineare Reduzierung auf 125 °C mit 2,5 mW/*C.

* Schutzmarka von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen min max Einh.

H:nn:cnu Kaollektor-Basis-Durchbruchspannung lg= 100 uA, Ig = 0 40 v

Ll.lmn:.cnu Faollektor-Emitter-Durchbruchspannung lg = 10 mA, Ip =0, Bem, § 20 v

Ummers Kaollektor-Emitter-Durchbruchspannung lg = 100 pd, Ugg = 0 40 v

Umryeno Emitter-Basis-Durchbruchspannung g = 100 pA, lg =0 5 )

loms Kaollektor-Emitter-Reststrom Upp =20V, Ugg =0 05  uA
Upr =20V, Upg =0, To=10°C 4 [Tr.Y

Ia Basis-Strom Ucg =20V, Upg = 0 =05 pA

hrg Statische Stromverstirkung Uce =04V, lg =10 mA, Bem.5 25
Ugg = 04V, lg = 30 mA, Bem.5 WM 120
Uceg=1Y¥, I|g=100ma, Bem.5 25

Usg Basis-Emitter-Spannung Ig=1mA, lg=10mA, Bem.5 07 o8 V
Iz =3mA, lg=30mA, Bem.5 07 095 WV
Ig = 10 mA, lg =100 mA, Bem,5 12 v

Ucegaty  Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung Iz =1mA, Ig=10mA, Bem,& 0z v
lm=3mA, lg=30ma, Bem. & 02 v
Ip = 10 mA, lg = 100 mA, Bem, 5 03 v
IE=3mA, Ilgc=30ma, Tug= T0°C, 02 v

Bem. 5

Bemerkung:

5. ImpulsméBig gemessen: Impulsbreite = 300 ps, Tastverhaltnis < 2%,

Elektrische Kennwarte bel 25 °C Umgebungstemperatur

Parameter Prifbedingungen® min max Elnh.

[hz1el Kleinsignal-Stromverstarkung Ucg=5Y, lg=30ma, f=100MHz 35

Cab Leerlauf-Ausgangskapazitat Uecp=56V, Ig=20, f= 140 kHz 5 pF

in Basis-Schaltung
Cin Leerlauf-Eingangskapazitit Ugp=05V,lgc=10, f = 140 kHz -] pF
in Basis-Schaltung

Schaltzeitmessung bel Ty =25°C

Parameter Priifbedingungen max Einh.

tan Einschaltzait lg = 30 m&, Igay= 3 mA, 16 ns
Upeotn = 0, Rr, = 62 @, (s, Bild 1)

tatt Ausschaltzeit lg = 30 mA, lugy = 3 mA, 25 ns
Imggy = —3,5 mA, Ry = 62 @, (= Bild 1)

s Speicherzait lg = Ipgy = =@y = 10 mA, (s Bild %) 20 ns

*  Mennwerte.
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Parameter-MeBbadingungen
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Prifschaltung Spannungs-Signalformen
Bild 1 — Einschalt- und Ausschaltzeiten
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Priitschaibsng Spannungs-Signalfermen
Bild 2 — Speicherzelten
Bemerkungen:

a) Die Eingangs-Signalformen fir jede Schaltung werden mit einem Generator mit folgenden Daten
erzeugt: Zaus = 50 &, tr = 1 ns, tp = 300 ns, Tastverhilinis = 234,

b) Die Signalfermen in Bild 1 werden mit einem Oszillographen, der folgende Kenndaten hat, betrachtet:
fr = 1 ns, Retn = 100 k2, E-ui‘[l =10 DF.

¢} Die Ausgangs-Signalform in Bild 2 wird mit einem Oszillographen, der folgenda Kenndaten hat,
batrachtet: tr < 1 ns, Zein = 50 Q.
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